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１．概要（Summary） 

 グラフェンは、積層構造に敏感に依存して、多彩な電子

構造をとることが予想されているが、実験はほとんどおこな

われていない。これを明確に観測するためには、キャリア

移動度の向上が重要である。これまでも、多層の場合に

関して似た研究を行ってきたが、本研究では、単層で、高

移動度サンプルを作り、輸送特性を調べた。キャリア移動

動度を向上させるために、h-BN（六方晶チッ化ホウ素）上

にグラフェンを転写し、素子を作製した。その結果、Si 基

板に直接グラフェンを転写する従来法に比べてキャリア移

動度が大幅に向上した。 

２．実験（Experimental） 

利用した主な装置 ： 原子間力顕微鏡（SPI3800） 

 剥離法で得られた h-BN とグラフェンを Si 基板に順に

転写し、FET 素子を作製した。電極は電子線リソグラフィ

ー法により作製した。液体ヘリウム温度 T = 4.2 K 下で、

グラフェン FET 素子にバックゲート電圧をかけることで、

キャリア密度を制御して抵抗測定を行い、移動度の評価

をおこなった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 単層グラフェンは複層グラフェンよりも h-BN 上にしわな

く転写するのは困難であった。その理由は、機械的な強

度が著しく弱いためであると推測される。転写方法を改良

し、実際に FET デバイスを作り測定した結果を Fig. 1 に

示す。これは抵抗のキャリア密度のゲート電圧依存性であ

る。h-BN 上のサンプルは Si 基板上のサンプルに比べて

Dirac 点でのピークが鋭くなっている。これは、基板に存

在する不純物散乱等の効果が大きく軽減されたことを意

味する。実際、Fig. 2 に示すようにキャリア移動度も Si基

板直上のグラフェンのものに比べて大きく向上した。これ

は、従来法に比して 5 倍近く高い易動度である。またキャ

リアの平均自由行程は 600 nm を達成した。 

 

Fig. 1 Dependence of longitudinal resistivity on 

carrier concentration． 

 

Fig. 2  Dependence of carrier mobility on carrier 

concentration． 
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